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発明の概要 【課題】 
配線溝内の銅配線に不純物が⼊らないようにして結晶性を向上させることにより、
超低抵抗率銅配線を有する半導体集積回路装置を提供する。 
【解決⼿段】 
本発明は、半導体集積回路装置において電気メッキ及び熱処理によって銅配線にお
ける銅結晶粒を成⻑させるにあたり、銅との親和性が⾼く、かつ、塩素酸化物との
親和性も⾼い元素を、銅の結晶粒界の移動をピン⽌め効果によって阻害する不純物
として特定する。なお、前記銅との親和性を、銅と不純物とが結合している状態と
結合しないで独⽴でいる状態との差を⽰す凝集エネルギーを算出することにより
判断し、前記塩素酸化物との親和性を、塩素酸化物と不純物とが結合している状態
と結合しないで独⽴でいる状態との差を⽰す凝集エネルギーを算出することによ
り判断する。 
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